https://doi.org/10.3176/phys.math.1981.3.04


https://doi.org/10.3176/phys.math.1981.3.04































	Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised
	SISUKORD
	О ВЫБОРЕ КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЫ В МЕТОДЕ РИТЦА И В МЕТОДЕ ГАЛЕРКИНА ДЛЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ
	О РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ОРДИНАТ
	О РЕЗОНАНСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН ПРИ РАССЕЯНИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ УПРУГИМИ ЦИЛИНДРАМИ
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	ЛАГЕРРОВЫ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МНОГОМЕРНОЙ ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ
	Рис. I. Разностные многочлены Лагерра ф/Х) при £ = 0,7: k = 0 (/), 1 (2), 2 (<?) и 3 (4).
	Рис. 2. Эталонный переходный процесс.

	О РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СО СЛУЧАЙНЫМ ПАРАМЕТРОМ
	КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕРА ДЛЯ ПАР РАЗБИЕНИЙ
	МОДЕЛЬ НЕПРОЦЕДУРНОГО ЯЗЫКА ДОСТУПА К СЕТЕВОЙ БАЗЕ ДАННЫХ
	О ВЛИЯНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ НА РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ АТМОСФЕРНОЙ ОПТИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОМПОНЕНТ АТМОСФЕРЫ
	1 высотный ход распределения концентрации водяного пара, полученный при решении уравнения (14); 2 то же при решении уравнения (15); 3 оценка границ множества S(rj).

	THE EFFECT OF HOLE BURNING ON SELECTIVELY EXCITED SPECTRA
	A Absorption spectra of two configurations of an impurity (1, 2), A= (o>2 coi)/2 = = 2Г, Пl—П2 0.5; В Resulting stationary excitation spectrum (5), compared with that in the absence of phototransitions between configurations (4).

	ПРИРОДА НЕКОТОРЫХ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ В СИСТЕМЕ Si Si02
	Рис. 1.
	Рис. 2,
	Untitled

	ANALYSIS OF POWER CONVERSION PROCESSES IN THE INDUCTIVE SWITCHING CIRCUIT FOR ALTERNATINGVOLTAGE CONTINUOUS AMPLITUDE-CONTROL
	Untitled
	Untitled
	Fig. 3. < Fig. 2.
	Untitled
	Fig. 4. Fig. 5. ►
	Untitled
	Fig. 7. i Fig. 6.
	Fig 8,

	ОСНОВНАЯ СУБГАРМОНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
	Рис. I. Эпюра напряжения питания УВ и условия синхронизации СИФУ с линейным развертывающим сигналом.
	Untitled
	Рис. 2. Обобщенная ММ УВ, оснащенного синхронной СИФУ с линейным развертывающим сигналом (MCE, МСЛ, МСФ, МСП). Рис. 3. ММ УВ, оснащенного арккосинусной СИФУ (MCA).
	Рис. 4. MM УВ, оснащенного однока нальной асинхронной СИФУ (ОАС).
	Рис. 5. ММ УВ, оснащенного многоканальной асинхронной СИФУ (MAC).
	Рис. 6. Основная субгармоническая составляющая УВ с СИФУ типа MCE при вариации "ф (а) и при г|) = я/3 типов МСЛ и МСФ (б), типов МСП и MCA (в), типов ОАС и MAC (г).

	о влиянии ТОЛЩИНЫ ПОРИСТОГО ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ ПОРОШКА, НА ТЕПЛООТДАЧУ ПРИ КИПЕНИИ ЖИДКОСТИ
	Рис. 1. Схема напыляющей установки. Рис. 2. Кривые кипения Ф-113 на пористых покрытиях, полученных напы- w лением алюминиевой пудры с помощью азотной плазмы; L = 0,08 (/), 0,10 (2), 0,13 мм (3).
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость коэффициента теплоотдачи а от толщины пористого покрытия L при q = 30-104 (/), 20-104 (2), 10-104 Втlм2 (5).
	Рис. 4. Зависимость критической плотности теплового потока от толщины пористого покрытия.

	СОГЛАСОВАНИЕ ОДНОУРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ РАЙОНОВ
	ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ В ИК-ОБЛАСТИ ОТ МИКРОПОВЕРХНОСТЕЙ
	Рис. 1. Схема прибора: / ИК-лазер, 2 модулятор, 3 интерференционный фильтр, 4 параболическое зеркало, 5 пластинка Я/4, 6 дифракционный поляризатор, 7 эталонное зеркало, установленное на препаратоводителе, 8 образец, 9 сферическое зеркало, 10 фоторезистор.
	Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения от направления поляризации ИК-излучения А, = 3,39 мкм для грани (100) кристалла TEA—TCNQs. Точки результаты эксперимента, сплошная линия аппроксимация по формуле, приведенной в тексте. Данные 1 и 2 соответствуют различным участкам поверхности кристалла. На вставке огранка естественного роста кристалла TEA—TCNQ2.

	INVESTIGATION OF THE RELAXATIONS IN THE EXCITED ELECTRONIC STATE OF THE POLYMETHINE DYES IN SOLUTIONS VIA TWO-STEP EXCITED FLUORESCENCE
	TSEF traces; a DCI in acetone, b DDI in ethanol, c DCI in ethanol, d— a polymethine dye with >soo ps.

	АНОМАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ 52-ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ при двухступенчатом возбуждении НЕКОТОРЫХ ПОЛИМЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ПИКОСЕКУНДНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ
	CONTENTS
	Рис. 2. Резкая (пороговая) зависимость интенсивности sг-свечения от относительной мощности возбуждения. Ртах —l5 МВТ (СООТВ. ПИКОвая интенсивность 0,6 МВт • см~2). Рнс. 1. Аномальная зависимость интенсивности 52-флуоресценции от интервала между последующими пикосекундными импульсами при фокусировке лазерного луча в особые точки замороженного раствора криптоцианина в смеси спирта (10%) и пентана (90%) при 60 К.
	Untitled



	Illustrations
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Рис. I. Разностные многочлены Лагерра ф/Х) при £ = 0,7: k = 0 (/), 1 (2), 2 (<?) и 3 (4).
	Рис. 2. Эталонный переходный процесс.
	1 высотный ход распределения концентрации водяного пара, полученный при решении уравнения (14); 2 то же при решении уравнения (15); 3 оценка границ множества S(rj).
	A Absorption spectra of two configurations of an impurity (1, 2), A= (o>2 coi)/2 = = 2Г, Пl—П2 0.5; В Resulting stationary excitation spectrum (5), compared with that in the absence of phototransitions between configurations (4).
	Рис. 1.
	Рис. 2,
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Fig. 3. < Fig. 2.
	Untitled
	Fig. 4. Fig. 5. ►
	Untitled
	Fig. 7. i Fig. 6.
	Fig 8,
	Рис. I. Эпюра напряжения питания УВ и условия синхронизации СИФУ с линейным развертывающим сигналом.
	Untitled
	Рис. 2. Обобщенная ММ УВ, оснащенного синхронной СИФУ с линейным развертывающим сигналом (MCE, МСЛ, МСФ, МСП). Рис. 3. ММ УВ, оснащенного арккосинусной СИФУ (MCA).
	Рис. 4. MM УВ, оснащенного однока нальной асинхронной СИФУ (ОАС).
	Рис. 5. ММ УВ, оснащенного многоканальной асинхронной СИФУ (MAC).
	Рис. 6. Основная субгармоническая составляющая УВ с СИФУ типа MCE при вариации "ф (а) и при г|) = я/3 типов МСЛ и МСФ (б), типов МСП и MCA (в), типов ОАС и MAC (г).
	Рис. 1. Схема напыляющей установки. Рис. 2. Кривые кипения Ф-113 на пористых покрытиях, полученных напы- w лением алюминиевой пудры с помощью азотной плазмы; L = 0,08 (/), 0,10 (2), 0,13 мм (3).
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость коэффициента теплоотдачи а от толщины пористого покрытия L при q = 30-104 (/), 20-104 (2), 10-104 Втlм2 (5).
	Рис. 4. Зависимость критической плотности теплового потока от толщины пористого покрытия.
	Рис. 1. Схема прибора: / ИК-лазер, 2 модулятор, 3 интерференционный фильтр, 4 параболическое зеркало, 5 пластинка Я/4, 6 дифракционный поляризатор, 7 эталонное зеркало, установленное на препаратоводителе, 8 образец, 9 сферическое зеркало, 10 фоторезистор.
	Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения от направления поляризации ИК-излучения А, = 3,39 мкм для грани (100) кристалла TEA—TCNQs. Точки результаты эксперимента, сплошная линия аппроксимация по формуле, приведенной в тексте. Данные 1 и 2 соответствуют различным участкам поверхности кристалла. На вставке огранка естественного роста кристалла TEA—TCNQ2.
	TSEF traces; a DCI in acetone, b DDI in ethanol, c DCI in ethanol, d— a polymethine dye with >soo ps.
	Рис. 2. Резкая (пороговая) зависимость интенсивности sг-свечения от относительной мощности возбуждения. Ртах —l5 МВТ (СООТВ. ПИКОвая интенсивность 0,6 МВт • см~2). Рнс. 1. Аномальная зависимость интенсивности 52-флуоресценции от интервала между последующими пикосекундными импульсами при фокусировке лазерного луча в особые точки замороженного раствора криптоцианина в смеси спирта (10%) и пентана (90%) при 60 К.
	Untitled




